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ОСОБЕННОСТИ: 

• Различные варианты исполнения корпусов 

• Низкие ёмкость и темновой ток.  

• Возможна сборка с многомодовым или 

одномодовым волокном.  

• Возможны специальные версии, в т.ч. сборка с 

радиационно-стойким или изгибоустойчивым 

волокном. 

 
 

ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

 

версия с MM-волокном 

Параметр Символ мин тип макс Единицы Условия 

Рабочее (обратное) 

напряжение 

UР  -5 -3 В  

Диапазон спектральной 

чувствительности* 

RVS 900 1540 1700 нм  

Токовая монохромная 

чувствительность* 

SСР 0.8 0.9  А/Вт λ=1550 нм 

UР =-5 В  

Темновой ток  ID  3 5 нА Т=25°С, UР =-5 В 

Емкость C  1.5 1.7 пФ f=1 МГц, UР =-5 В 

Время нарастания и 

спада фронта импульса 

ТФ, ТС  1.5 2 нс UР =-5 В 

Примечания: 
* – При максимальной детектируемой мощности 2 мВт 
 

Информация для заказа: 
 

ТФД-1550-(F)-(P)-(C) 
где 
F – тип волокна: MM или SM 
P – тип корпуса: MB, B, A или P (см. следующие страницы) 
С – тип коннектора: FC/PC, FC/APC или O (без коннектора). 
  



Корпус 

тип MB 

 
Корпус 

тип B 

 
Корпус 

тип A 

 
Корпус 

тип P 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 
 

Параметр мин макс Единицы Условия 

Температура хранения -60 85 °С  

Рабочая температура -50 70 °С  

Смена температур -60 85 °С  

Относительная влажность при 25°С  80 %  

Температура пайки  260 °С 10 секунд 


